
p
・優れた特性をもつp型半導体の唯一の湿式形成法
・安定性，均一性，混和性，基板への塗布性に優れている溶液
・塗布・熱処理のみの簡便な薄膜形成

分子プレカーサー法は，溶液の塗布と熱
処理のみで，均一な機能性薄膜を形成
できる化学的湿式法です。分子プレカー
サー法は，錯体のアルキルアンモニウム塩を
含むコーティング溶液を用います。錯体がア
ルコール溶液中に単分散分子量で溶解し
ており，加水分解などの溶液反応は長期

的に起こらず，保存環境を制御しなくても
ポットライフが長いなどの他の湿式法には無
い特徴があります。錯体の分子設計は，
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概要

関連情報

溶液の性質だけでなく，形成した酸化物薄膜の半導体特性にも大きく影響します。この分子プ
レカーサー法によって，湿式法で世界で初めてp型半導体特性を示すCu2O薄膜形成を達成し
ました。このCu2Oの半導体特性は，スパッタリング法などの乾式法で形成した薄膜に勝るとも劣
りません。現在，この薄膜を利用したデバイス化が化学，物理分野を問わず多くの研究者から
注目され，世界一流の学術誌（Chem. Soc. Rev. (IF: 24.892))やAppl. Phys. Lett.
にも引用されています。

・薄膜トランジスタ

・酸化物太陽電池
・LED
・超伝導材料
・リチウムイオン電池材料
・センサー
・光触媒
を含む酸化物エレクトロニクス分野全般

・優れた特性をもつp型半導体の唯一の湿式形成法
・安定性，均一性，基板への塗布性に優れている溶液
・塗布・熱処理のみの簡便な薄膜形成
・異種金属や水溶媒とのすぐれた混和性
・塗布直後の基板再生可能な塗布溶液

Electrical property of Cu2O
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Carrier concentration;
1.71016 cm–3

Mobility;
4.8 cm2 V–1 S–1

Resistivity;
76 Ω cm

Cu2O Precursor Solution
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Cu-edta complex

20 mm

Thickness: 50 nm

Heat-treatment in Ar gas flow
involving air of 10 ppm

Cu2O thin film


